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报告简介

氧化镓化学式为Ga₂O₃，属于第四代超宽禁带无机半导体功能材料，是由镓元素与氧元素化合形成的氧化

物晶体材料，拥有多种晶体结构，其中一类晶体结构稳定性最强，可规模化加工使用。对比前三代主流

半导体材料，氧化镓耐压能力更强、电能损耗更低、耐高温与抗辐射性能更突出，具备优异导电调控能

力，可加工制作半导体衬底、外延片与功率元器件，适配高压、高温、强辐射的复杂工况，是高端电子

制造领域核心基础新材料。

氧化镓已搭建起全球分工式产业市场，产业链分为上游原料晶体制备、中游晶圆器件加工、下游终端应

用三大环节。全球布局主体分为海外老牌半导体材料企业、国内科研孵化企业、本土半导体专精企业三

类，各企业依托自研晶体生长工艺布局产能。采购需求集中于科研院所、半导体代工厂、高端电力设备

厂商、军工电子机构，市场交易以定制化供货、产业链配套集采、科研批量采购为主，全球产业链分工

清晰，上下游配套合作模式趋于固定。

氧化镓行业具备清晰稳定发展走向，工艺端优化晶体生长、切片抛光工艺，优化晶体成品纯度，减少材

料内部缺陷，降低器件加工报废率;产品端向着大尺寸晶圆、标准化器件方向迭代，统一晶体规格、电学

性能行业标准，适配通用半导体加工设备;行业端完善原料管控、成品检测、应用核验体系，攻克材料掺

杂、散热适配共性技术难题，淘汰工艺粗糙、性能不达标的低端晶体原料，规范行业生产标准。

半导体工艺革新持续赋能氧化镓产业升级，材料研发端改良掺杂技术，补齐材料导电适配短板，优化材

料散热性能，拓宽器件适配工况范围。加工端适配通用半导体量产设备，打通氧化镓器件规模化量产流

程，降低加工工艺门槛。同时联动电力电子、通信硬件研发体系，优化材料器件适配逻辑，改良封装工

艺，提升成品器件使用寿命，让材料可以适配更多高精尖电子设备的内置搭载需求。

氧化镓拥有优质稳定的产业发展潜力，全球高压电力组网、高端通信硬件、航空电子设备研发持续推进

，超高性能半导体材料应用需求持续释放，夯实产业发展基础。本土晶体自研工艺不断突破，完善全链
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条生产技术，弱化海外原料与工艺垄断，优化成品供货成本。叠加前沿新材料产业扶持体系逐步完善，

产学研协同攻关力度持续加大，材料产业化落地速度加快，合规高性能氧化镓产品，可持续拓展下游应

用场景，产业发展空间持续扩容。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据

了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中

心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、

行业协会组织的权威统计资料。我们对氧化镓行业进行了长期追踪，结合我们对氧化镓相关企业的调查

研究，对我国氧化镓行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风

险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了氧化镓行业的前景与风险。报告揭示了氧

化镓市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的

市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。
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